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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbbruckenbaugruppe 

(g) Die Erfindung betrifft eine Halbbruckenbaugruppe, die 
in einer elektrisch isolierenden Kuhlflussigkeit angeord- 
net ist, und bei der zwei Halbleiterschalter eine Halbbruk- 
ke bilden; der erste Halbleiterschalter mlt seinem Source- 
Anschlud mit einem hohen Spannungspotential und der 
zweite Halbleiterschalter mit seinem Drain-AnschlulS mit 
einem niedrigen Spannungspotential verbindbar ist; der 
Drain-Anschluft jedes ersten Hatbleiterschalters mit dem 
Source-Anschluli des jeweiiigen zweiten Halbleiterschal- 
ters verbunden ist; wobei jeweilige erste Halbleiterschal- 
ter mit ihrem Source-AnschluB auf einer gemeinsamen 
ersten, mit dem hohen Spannungspotential verbindbaren 
Leiterschiene angeordnet sind; jeweilige zweite Halblei- 
terschalter mit ihrem Source-Anschluli auf einer zweiten, 
den Ausgang bildenden Leiterschiene angeordnet sind, 
die im Abstand zur ersten Leiterschiene neben dieser an- 
geordnet ist; jeder zweite Halbleiterschalter mlt seinem 
Draln-Anschlul^ mit einer gemeinsamen dritten, mit dem 
niedrigen Spannungspotential verbindbaren Leiterschie- 
ne verbunden ist, die im Abstand zu und neben der ersten 
und der zweiten Leiterschiene angeordnet ist; eine Kon- 
densatoranordnung einen mit der ersten und der dritten 
Leiterschiene verbundenen Stutzkondensator aufweist, 
der den ersten und zweiten Halbleiterschalter derart uber- 
greift, daS sich die Halbleiterschalter raumiich zwischen 
den entsprechenden Leiterschienen und dem Stutzkon- 
densator befinden; ein Steuereingang einen Anschlul^ zur 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriffl eine Halbbruckenbaugruppe zum 
schalten elektrischer Leistungen, die in einem eine elek- 
trisch isolierende Kiihlflussigkeit enthaltenden Gehause an- 5 
geordnet isl, und bei der wenigstens zwei Halbleiterschalter 
unter Bildung einer Halbbriicke in Serie geschaltet sind. Da- 
bei weist jeder Halbleiterschalter einen Steuereingang zur 
Verbindung mil einer Ansteuereinrichtung auf. Der erste 
Halbleiterschalter ist mit seinem Source-AnschluB mil ei- 10 
nem hohen Spannungspotential verbindbar und der zweite 
Halbleiterschalter ist mit seinem Drain- AnschluB mit einem 
niedrigen Spannungspotential verbindbar, Zur Bildung eines 
Ausgangs ist der Drain-AnschluB jedes ersten Halbleiter- 
schalters mit dem Source-AnschluB des jeweiligen zweiten 15 
Halbleiterschalters verbunden. AuBerdem ist wenigstens 
eine Kondensatoranordnung zwischen dem hohen und dem 
niedrigen Spannungspotential angeordnet 

Eine solche Halbbruckenbaugruppe ist aus der DE-A-42 
30510bekannt, 20 

Derartige Halbbriickenanordnungen sind zur Bildung von 
Wechselrichtem fur die unterschiedlichsten Anwendungs- 
bereiche, z. B. zur Speisung von Drehfeldmaschinen, Per- 
manentmagnetinotoren und dergl. im Binsatz (siehe z. B. 
auch die DE-A-40 27 969). 25 

Aus der US-PS 5,132,896 ist eine Wechselrichteranord- 
nung bekannt, die zur Verringerung der Wirkung verteilter 
Induktivitaten der Leiter, die zum Verbinden der Kondensa- 
toren und der Halbleiterschalter verwendet werden, platten- 
formige Zuleitungen mit groBer Rache auf weist. Dadurch 30 
werden groBe Dampfungskondensatoren zur Kompensation 
der Leitungsinduktivitaten vermieden. AuBerdem kann 
durch die groBflachige Gestaltung der plattenformigen Zu- 
leitungen die Warmeabslrahlung verbessert werden. Des 
weiteren sind die plattenformigen Zuleitungen so gestaltet, 35 
daB die GroBe und die Richtung des Stiomfiusses durch die 
plattenformigen Zuleitungen die Wrkung der verteillen In- 
duktivitaten minimieren. 

AUerdings dienen bei dieser Wechselrichteranordnung 
die groBflachigen Zuleitungen lediglich der Mindcrung von 40 
Storinduktivitaten und sind als Zuleitungen zu groBen Elek- 
Urolytkondensatoren eingesetzt. 

Um die Leistungsdichte der eingangs beschriebenen 
Halbbruckenbaugruppe weiter zu steigem, und um sie ins- 
besondere fur die GroBserieneinsatz noch geeigneter zu ge- 45 
stalten, ist sie dahin gehend weitergebildet, daB jeweilige er- 
ste Halbleiterschalter mit ihrem Source-AnschluB auf einer 
gemeinsamen ersten, mit dem hohen Spannungspotential 
verbindbaren metallischen Leiterschiene angeordnet sind 
und jeweilige zweite Halbleiterschalter mit ihrem Source- 50 
AnschluB auf einer gemeinsamen zweiten, den Ausgang bil- 
denden metallischen Leiterschiene angeordnet sind, wobei . 
die zweite Leiterschiene im Abstand zur ersten Leiter- 
schiene neben dieser angeordnet ist. Weiterfain ist jeder 
zweite Halbleiterschalter mit seinem Drain-AnschluB mit ei- 55 
ner gemeinsamen dritten, mit dem niedrigen Spannungspo- 
tential verbindbaren metallischen Leiterschiene verbunden, 
die im Abstand zu und neben der ersten und der zweiten Lei- 
terschiene angeordnet. Die Kondensatoranordnung weist ei- 
nen mit der ersten und der dritten Leiterschiene durch An- 60 
schlusse verbundenen Stutzkondensator auf, der den ersten 
und zweiten Halbleiterschalter derart ubeigreift, daB sich die 
Halbleiterschalter raumlich zwischen den entsprechenden 
Leiterschienen und dem Stutzkondensator befinden. AuBer- 
dem weist der Steuereingang einen AnschluB zur Verbin* 6S 
dung mit der Ansteuereinrichtung im Bereich einer ersten 
Stimseite der Leiterschienen auf, und der Ausgang weist ei- 
nen AnschluB zur Verbindung mit einem elektrischen \^r- 
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braucher im Bereich einer der ersten gegenuberliegenden, 
zweiten Stimseite der zweiten Leiterschiene auf, 

Durch den erfindungsgemaBen Aufbau der Halbbrucken- 
baugruppe wird eine besonders kompakte Anordnung er- 
reicht, die eine mit bisherigen Losungen nicht vergleichbare 
Packungsdichte ermoglicht. Damit kann sowohl das erfor- 
derliche Volumen an Kuhlfltissigkeit bezogen auf das Ge- 
saintvolumen gering gehalten werden, als auch eine Minia- 
turisierung der Gesamtanordnung erreicht werden, die einen 
Einsatz der Erfindung auch in mobilen Anwendungen sehr 
wirtschaftlich werden laBt. Dabei spielt auch eine erhebliche 
RoUe, daB durch den die dritte Dimension ausnutzenden 
Aufbau eine raumliche Trennung der Leistung fuhrenden 
Leitungen (bzw. Leiterschienen) und Anschliisse einerseits 
und der Ansteuerleitungen andcrerseits ermoglicht ist. Dies 
fiihrt zu einer erheblich erhohten Storsicherheit. Ein weite- 
rer wesentlicher Gesichtspunkt der Erfindung ist der modu- 
lare Aufbau, der eine problemlose Erweiterung und Anpas- 
sung der Halbbruckenbaugruppe an die jeweiligen Anforde- 
rungen erlaubt. 

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind die Halblei- 
terschalter durch schnellschaltende, verlustarme Feldeffekt- 
Transistoren (FETs) oder durch schnellschaltende, verlust- 
arme bipolare Transistoren mit isoliertem GateanschluB 
(TGB'R) gebildet. Dabei konnen insbesondere MOS-FET^ 
mit integrierten Freilaufdioden oder zu den Transistoren 
parallel geschaltete zusatzliche exteme Freilaufdioden ein- 
gesetzt werden. Diese extemen Freilaufdioden sind vorteil- 
haft in gleicher Weise wie die Halbleiterschalter und in un- 
mittelbarer Nahe zu diesen auf einer der Leiterschienen an- 
geordnet. 

Insbesondere zur mechanischen und elektrischen Paral- 
lelschaltung mehrerer Halbbriickenbaugruppen sind an der 
ersten und der dritten Leiterschiene elekuische leitende Ab- 
standshalter angeordnet. Damit k5nnen gleichartige Halb- 
briickenbaugruppen Starr miteinander gekoppelt werden und 
gleichzeitig die Zufuhrung der hohen und niedrigen Poten- 
tiate an alle derart gekoppelten Halbbriickenbaugruppen auf 
einfache Weise erreicht werden. Die Abstandshalter sind in 
einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung als separate 
Bauteile realisiert, mit denen die jeweiligen Leiterschienen 
verbunden (verschraubt, vemietet, verschweiBt etc.) sind. 
Altemativ dazu konnen die Abstandshalter auch mit den 
Leiterschienen einstuckig sein, so daB der erforderliche Ab- 
stand zwischen den einzelnen Halbbriickenbaugruppen 
durch unmittelbares Zusammenfugen der jeweiligen Leiter- 
schienen zustandekonmit und auch genau eingehalten ist. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung 
sind die erste, zweite und dritte Leiterschiene durch eine 
eiektrisch isolierende IVagerplatine mechanisch miteinan- 
der fest verbunden. Altemativ dazu konnen die erste, zweite 
und dritte Leiterschiene durch eiektrisch isolierende Stege, 
die zwischen den einzelnen Leiterschienen angeordnet sind, 
mechanisch miteinander fest verbunden sein. Die Tragerpla- 
tine kann auch zur Aufnahme von Leiterbahnen dienen, um 
den Haib lei tern Sieuersignale zuzufuhren, oder um Test- 
oder Mess-Stellen herauszufuhren. Die Tragerplatine dient 
auch dazu, Verbindungsleitungen zwischen den jeweiligen 
Steuereingangen der Halbleiterschalter und dem AnscWuB 
zur Verbindung mit der Ansteuereinrichtung aufzunehmen. 

Vorzugsweise ist dabei die IVagerplatine mit Aussparun- 
gen versehen, die so bemessen sind, daB die auf den Leiter- 
schienen direkt aufgebrachten Halbleiter (IVansistoren und 
Dioden) zumindest mit ihren Kontaktierungsstellen freilie- 
gen, also nicht durch die Tragerplatine vcrdeckt sind. Dies 
bewirkt, daB die eSektive Bauhohe der Halbleiter und der 
Tragerplatine sich nicht addieren. N^elmehr sind beide mit 
den Leiterschienen direkt (auf gleichem Niveau) verbunden. 
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Die Tragerplatine dient damit sowohl der mechanischen 
Verbindung der Leiterschienen untereinander als auch der 
elektrischen Leitungsfuhrung. Die Verbindung der auf der 
Tragerplatine angeordneten Leiterbahnen mit den Kontak- 
tierungsstellen der Halbieiter wird vorzugsweise durch 5 
Bond-Drahte hergestellt. 

Altemativ dazu kann anstelle der IVagerplatine an den 
Leiterschienen eine elektrisch isolierende Folie mit Verbin- 
dungsleitungen zwischen den jeweiligen Steuereingangen 
und dem AnschluB zur Verbindung mit der Ansteuereinrich- 10 
tung angeordnet sein. Da eine Folie nicht geeignet ist, eine 
mechanisch starrc oder teste Verbindung zwischen den ein- 
zelnen Leiterschienen herzustellen, muB auBerdem zum 
Herstellen der notwendigen Festigkeit der Leiterschienen- 
Anordnung eine Verbindung der Leiterschienen an deren 15 
einander zugewandten Seitenflachen vorgesehen sein. Dies 
kann durch die oben erwahnten Stege oder durch elektrisch 
isolierenden Kleber erreicht werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
tragt die elektrisch isolierende Tragerplatine oder die Folie 20 
strombegrenzende Widerstande in den Ansteuerleitungen 
fiir die Halbleiterschalter, wobei diese (Gate-)Wderstande 
zwischen den jeweiligen Steuereingangen und dem An- 
schluB zur Verbindung mit der Ansteuereinrichtung vorge- 
sehen sind. 2S 

ErfindungsgemaB sind wenigstens zwei Halbbriickenbau- 
gruppen der vorstehend beschriebenen Art mechanisch ein- 
ander zugeordnet sind und elektrisch parallelgeschaltet uni 
eine Halbbriickenanordnung zu bilden. Durch das erfin- 
dungsgemaBe modulare Konzept ist eine einfache Erweite- 30 
rung auf hohere Ausgangsleistungen moglich. Durch einfa- 
ches Parallelschalten einer entsprechenden Anzahl von 
Halbbriickenbaugruppen bzw. Erweitem einer Halbbriik- 
kenanordnung um zusatzliche Halbbruckenbaugruppen ist 
es auch moglich, eine hdhere Ausgangsleistung bzw. Pha- 35 
senzahl bereitzustellen. 

Die Erfindung betrifift demnach auch eine Leistungsend- 
stufe einer Ansteuereinrichtung fUr einen mehrphasigen 
Elektromotor, bei der fiir jede Phase des Elektromotors eine 
Halbbriickenanordnung bereitgestellt ist, wobei die Halb- 40 
bruckenanordnungen nebeneinander angeordnet sind. In ei- 
ner bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird eine 
Leistungsendstufc einer Ansteuereinrichtung fiir einen 
mehrphasigen Elektromotor bereitgestellt, wobei eine 
Steuerungselektronikbaugruppe der Leistungsendstufc 45 
raumlich zugeordnet ist und im gleichen Gehause angeord- 
net ist. Damit ist ein besonders kompakter Aufbau einer 
funktionstUchtigen Gesamtanordnung gegeben, da hierbei 
sowohl die Steuerungselektronikbaugruppe als auch die Lei- 
stungsendstufc mit ihrer Vielzahl an Halbbriickenanordnun- SO 
gen bzw. Halbbriickenbaugruppen im gleichen Kiihhnedium 
untergebracht sind, als auch die Steuerleitungen sehr kurz 
und stbrungsunempfindlich geflihrt sein konnen. 

Die fiir die Erfindung verwendeten Halbieiter sind vor- 
zugsweise durch schnellschaltende, verlustarme Feldeffekt- 55 
Transistoren (FETs) oder durch schnellschaltende, verlusl- 
ame bipolare Transistoren mit isoliertem GateanschluB 
(IGBTs) gebildet. Dabei konnen mehrere Paare in Serie ge- 
schalteter Halbleiterschalter parallel geschaltet sein. AuBer- 
dem konnen die Halbleiterschalter durch eine groBe Anzahl 60 
von einzelnen Halbleiterschalter-Bauelementen mit jeweils 
kleinen Schaldeistungen gebildet sein. Durch die Verwen- 
dung vieler Halbleiterschalterelemente mit jeweils einer re- 
lativ kleinen Schaldeistung, die jedoch einfach parallel- 
schaltbar sind, kann eine gute Kiihlung erreicht werden, da 6S 
die vielen Einzelbauteile gut durch das Kuhlmedium er- 
reichbar sind. 

In der Zeichnung ist eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
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des Erfindungsgegenstandes veranschaulicht. 

Fig. 1 zeigt einen elektrischen Schaltplan einer Halb- 
brucke; 

Fig. 2 zeigt eine Halbbruckenbaugruppe in einer schema- 
tischen Ansicht von oben. 

Fig, 3 zeigt zwei zusanunengefugte Halbbriickenbau- 
gruppen aus Fig. 2 in einer schematischen Schnittdarstel- 
lung l^gs der Linie II-II von vome. 

Fig. 1 zeigt eine Halbbrucke 10, die vier parallel geschal- 
tete Paare 12a, 12b, 12c, 12d von N-Kanal MOSFEl^ auf- 
weist, die als Halbleiterschalter wirken. Jeweils zwei der 
MOSFETs 14, 22; 16, 24; 18, 26; 20, 28, die jeweils ein Paar 
bilden, sind in Serie geschaltet. Jeweils der erste MOSFET 
14; 16; 18; 20 jedes Paares liegt mit seinem Source-An- 
schluB auf einem hohen Spannungspotential Vss, und jeder 
zweite MOSFET 22; 24; 26; 28 jedes Paares liegt mit sei- 
nem Drain- AnschluB auf einem niedrigen Spannungspoten- 
tial VDD. Dabei sind zur Bildung eines Ausgangs A der 
Drain-AnschluB jedes der ersten MOSFETs 14; 16; 18; 20 
und der Source- AnschluB jedes der zweiten MOSFETs 22; 
24; 26; 28 miteinander verbunden. Jeweils ein Steuerein- 
gang 32; 34 ist fiir die Gruppe der ersten MOSFEl^ 14; 16; 
18; 20 bzw. die Gruppe der zweiten MOSFETs 22; 24; 26; 
28 vorgesehen, wobei fiber Gatewiderstande 36; 38; 40; 42 
bzw. 44; 46; 48; 50 die Gateanschliisse der jeweiligen MOS- 
FETs angesteuert werden. 

Zwischen dem hohen und dem niedrigen Spannungspo- 
tential Vss und Vdd ist eine Stutzkondensatoranordnung an- 
geordnet, die durch einzelne parallelgeschaltete Stiitzkon- 
densatoren 52a, 52b, 52c, 52d gebildet ist. Die Ausfiihrung 
der Kondensatoranordnung 52a, 52b, 52c, 52d ist weiter un- 
ten detaillierter beschrieben. Die Ansteuerung der jeweili- 
gen Gruppe der MOSP^Ts erfolgt mit einem (pulsweiten- 
modulierten) Steuersignal von mehr als 20 kHz Schaltfre- 
quenz an. Vorzugsweise betragt die Schaltfrequenz 100 kHz 
und mehr. 

Wie in Fig. 2 gezeigt, sind die ersten MOSFElik 14; 16; 
18; 20 mit ihrem Source- AnschluB S auf einer gemeinsamen 
ersten, mit dem hohen Spannungspotential Vss verbindba- 
ren metallischen Leiterschiene 60 angelotet. Die Leiter- 
schiene 60 hat ein im Querschnitt etwa rechteckiges Profil 
und ist aus Kupfer oder einem ahnlich gut elektrischen 
Strom und Wanne leitcndcn Material hergestellt. 

Die zweiten MOSFETs 22; 24; 26; 28 sind mit ihrem 
Source- AnschluB (S) auf einer gemeinsamen zweiten, den 
Ausgang A bildenden metallischen Leiterschiene 62 angelo- 
tet, wobei die zweite Leiterschiene 62 im Abstand zur ersten 
Leiterschiene 60 neben dieser angeordnet ist. Auch die 
zweite Leiterschiene 62 hat ein im Querschnitt etwa recht- 
eckiges Profil und ist aus dem gleichen Material wie die er- 
ste Leiterschiene 60 hergestellt. 

Die zweiten MOSFETs 22; 24; 26; 28 sind fiber einen 
oder mehrere Bond-Drahte 64 jeweils mit ihren Drain- An- 
schlfissen D mit einer gemeinsamen dritten, mit dem niedri- 
gen Spannungspotential Vdd verbindbaren metallischen 
Leiterschiene 66 verbunden, wobei die dritle Leiterschiene 
66 im Abstand zu und neben der zweiten Leiterschiene 62 
angeordnet ist. 

Die ersten MOSFETs 14; 16; 18; 20 sind fiber einen oder 
mehrere Bond-Drahte 68 jeweils mit ihren Drain- Anschlus- 
sen D mit der zweiten Leiterschiene 62 verbunden. 

Die Kondensatoranordnung 52 ist durch mehrere mit der 
ersten und der dritten Leiterschiene 60, 66 durch stufenfor- 
mige AnschluBbleche 72, 74 verbundene blockformige Fo- 
iienkondensatoren 52 a . . . 52d gebildet. An ihren freien En- 
den weisen die AnschluBbleche 72, 74 Locher 72a, 74a auf, 
durch die Schrauben 96, 98 zur Befestigung der AnschluB- 
bleche 72, 74 zwischen den jeweiligen Leiterschienen und 
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Abstandshaltem 86, 88 reichen. Die stufenformigen An- 
schluBbleche 72, 74 sind so bemessen, daB die blockformi- 
gen Folienkondensatoren 52a . . . 52d die jeweiligen ersten 
und zweiten Halbleiterschalter derart ubergreift, daB sich die 
Halbleiterschalter raumlich zwischen den entsprechenden 5 
Leiterschienen und dem jeweiligen blockformigen Folien- 
kondensator befinden. Dabei ist zwischen den Halbleiter- 
schaltem und dem Folienkondensator noch ein kleiner Ab- 
stand eingehalten, so daB die Kuhlflussigkeit dazwischen 
hindurchsu-omen kann. Die Abstandshalter 86, 88 sind so 10 
dimensioniert, daB die Folienkondensatoren sie nicht iiber- 
ragen. 

Die in Fig. 1 gezeigten Dioden 14a . . . 28a sind in der 
Ausfuhrungsform von Fig. 2 als in die MOSFETs integriert 
ausgefuhrt und daher nicht separat gezeigt. Im ubrigen wa- 15 
ren separate Dioden 14a . . . 28a neben den MOSFETs 14 
. . . 28 ebenfalls auf der ersten bzw. zweiten Leiterschiene 
60, 62 angelotet. 

Um eine separat h^stellbare und handhabbare Einheit ei- 
ner Halbbriickenbaugruppe berdtzustellen, sind die erste, 20 
zweite und dritte Leiterschiene 60, 62, 66 durch eine elek- 
trisch isolierende Tr^gerplatine 90 mechanisch miteinander 
fest verbunden. Dazu ist die Tragerplatine 90 an der glei- 
chen Oberflache wie die Halbleiterschalter auf die Leiter- 
schienen aufgeklebt. Die Tragerplatine 90 dient auBerdem 25 
der Aufnahme von Verbindungsleitungen 32, 34 zwischen 
den jeweiligen Steuereingangen G der Halbleiterschalter 
und den Pins der AnschluBleiste 76 zur Verbindung mit der 
Ansteuereinrichtung. 

Wie in Fig. 2 gezeigt, sind die jeweiligen Steuereingange 30 
G sowie einige Testpins an einer AnschluBleiste 76 an der 
Tragerplatine 90 zur Verbindung mit einer Ansteuereinrich- 
tung im Bereich einer ersten Stiraseite 78 (in Fig. 2 unten) 
der Leiterschienen 60, 62, 66 herausgefuhrt, wahrend der 
Ausgang A an einen AnschluB 80 zur Verbindung mit einem 35 
elektrischen Verbraucher im Bereich einer der ersten Stim- 
seite 78 gegeniiberliegenden, zweiten Stimseite 82 der zwei- 
ten Leiterschiene 62 (in Fig, 2 oben) herausgefuhrt ist. 

Auf der Tragerplatine 90 sind auch Gate-Widerstande 36 
... 50 (siehe Fig, 1 ) als SMD-Bauteile (surface mounted de- 40 
vice) zwischen den jeweiligen Steuereingangen G der MOS- 
FETs und den entsprechenden Pins der AnschluBleiste 76 
angcordnel. Die Verbindung der Gate-Widerstande mit den 
Steuereingangen G der MOSFETs erfolgt ebenfalls uber 
Bond-Drahte 70. 45 

Wie in Fig. 2 zu sehen ist, weist die Tragerplatine 90 
rechteckige Aussparungen 92 auf, durch die die Halbleiter- 
schalter bzw. die Dioden hindurchragen. Damit ist der Ge- 
samtaufbau relativ flach. 

Zur Bildung einer HalbbrUckenanordnung konnen meh- 50 
rere der vorstehend beschriebenen HalbbrQckenbaugruppen 
miteinander mechanisch fest verbunden und elektrisch par- 
allel geschaltet sein. Dies ist in Fig. 3 veranschaulicht, wo- 
bei zwei identisch Halbbriickenbaugruppen iibereinanderge- 
stapelt und miteinander verschraubt sind. Ersichtlich dienen 55 
die auBeren Leiterschienen 60, 66 sowie die dazwischen an- 
geordneten Abstandshalter 86, 88 zur gemeinsamen Strom- 
zufuhrung fiir die Halbleiterschalter, wahrend die Ausgange 
A der einzelnen Halbbriickenbaugruppen gelrennt hinterein- 
ander bereitgestellt sind. 60 

Die in Fig, 3 gezeigte Anordnung kann - fur jede Phase 
einer elektrischen Verbindung - uba: die AnschluBleiste 76 
(siehe Fig. 2) mit einer gemeinsamen Steurungseiektronik- 
baugruppe zu einer kompakten Einheit verbunden weiden, 
die in einem gemeinsamen Gehause untergebracht ist Dabei 65 
ist das Gehause fluiddicht ausgefuhrt und enthalt das inerte 
Ktihlmedium, z. B. einen Fluorchlorkohienwasserstoff. 



Patentanspriiche 

1. Halbbriickenbaugruppe zum Schalten elektrischer 
Leistungen, die in einem eine elektrisch isolierende 
Kuhlflussigkeit enthaltenden Gehause angeordnet ist, 
und bei der 

- wenigstens zwei Halbleiterschalter (14, 22; 24, 
18, 26; 20, 28) unter Bildung einer Halbbriicke 
(12a, 12b, 12c, 12d) in Serie geschaltet sind; 

- jeder Halbleiterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20, 

28) einen Steuereingang (G) zur Verbindung mit 
einer Ansteuereinrichtung aufweist; 

- der erste Halbleiterschalter (14, 16, 18, 20) mit 
seinem Source-AnschluB (S) mit einem hohen 
Spannungspotential (Vss) verbindbar ist; 

- der zweite Halbleiterschalter (22, 24, 26, 28) 
mit seinem Drain- AnschluB (D) mit einem niedri- 
gen Spannungspotential (Vqd) verbindbar ist; 

- zur Bildung eines Ausgangs (A) der Drain-An- 
schluB (D) jedes ersten Halbleiterschalters (14, 
16, 18, 20) mit dem Source-AnschluB (S) des je- 
weiligen zweiten Halbleiterschalters (22, 24, 26, 
28) verbunden ist; und 

- wenigstens eine Kondensatoranordnung (52) 
zwischen dem hohen und dem niedrigen Span- 
nungspotential (Vss, ^dd) angeordnet ist; 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- jeweilige erste Halbleiterschalter (14, 16, 18, 
20) mit ihrem Source-AnschluB (S) auf einer ge- 
meinsamen ersten, mit dem hohen Spannungspo- 
tential (Vss) verbindbaren metallischen Leiter- 
schiene (60) angeordnet sind; 

- jeweilige zweite Halbleiterschalter (22, 24, 26, 
28) mit ihrem Source-AnschluB (S) auf einer ge- 
meinsamen zweiten, den Ausgang (A) bildenden 
metallischen Leiterschiene (62) angeordnet sind, 
wobei die zweite Leiterschiene (62) im Abstand 
zur ersten Leiterschiene (60) neben dieser ange- 
ordnet ist; 

- jeder zweite Halbleiterschalter (22, 24, 26, 28) 
mit seinem Drain- AnschluB (D) mit einer gemein- 
samen dritten, mit dem niedrigen Spannungspo- 
tential (Vdd) verbindbaren metallischen Leiter- 
schiene (66) verbunden ist, die im Abstand zu und 
neben der ersten und der zweiten Leiterschiene 
(60, 62) angeordnet ist; 

- die Kondensatoranordnung (52) einen mit der 
ersten und der dritten Leiterschiene (60, 66) durch 
Anschliisse verbundenen Stutzkondensator (52a 
. . . 52d) aufweist, der den ersten und zweiten 
Halbleiterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20, 28) der> 
art iibergreift, daB sich die Halbleiterschalter 
raumlich zwischen den entsprechenden Leiter* 
schienen (60, 66) und dem Stutzkondensator (52a 
. . . 52d) befinden; 

- der Steuereingang (G) einen AnschluB (76) zur 
Verbindung mit der Ansteuereinrichtung im Be- 
reich einer ersten Stimseite (78) der Leiterschie- 
nen (60, 62, 68) aufweist, und 

- der Ausgang (A) einen AnschluB zur Verbin- 
dung mit einem elektrischen Verbraucher im Be- 
reich einer der ersten gegeniiberliegenden, zwei- 
ten Stimseite (82) d^ zweiten Leiterschiene (62) 
aufweist 

2. Halbbriickenbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB an der ersten und/oder der dritten 
Leiterschiene (60, 66) elektrische leitende Abstands- 
halter (86, 88) angeordnet sind. 
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3. Halbbruckenbaugnjppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste, zweite und dritte Leiter- 
schiene (60, 62, 66) durch eine elektrisch isolierende 
Tragerplatine (62) mechanisch miteinander fest ver- 
bunden sind, 5 

4. Halbbriickenbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste, zweite und dritte Leiter- 
schiene (60, 62, 66) durch elektrisch isolierende Stege, 
die zwischen den einzelnen Leiterschienen angeordnet 
sind, mechanisch miteinander fest verfounden sind. lO 

5. Halbbruckenbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB an den Leiterschienen (60, 62, 66) 
eine elektrisch isolierende Folie mit Verbindungslei- 
tungen zwischen den jeweiligen Steuereingangen und 
dem AnschluB zur Verbindung mit der Ansteuerein- 15 
richtung angeordnet ist. 

6. Halbbruckenbaugruppe nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die elektrisch isolierende Trager- 
platine (62) Verbindungsleitungen zwischen den jewei- 
ligen Steuereingangen und dem AnschluB zur N^rbin- 20 
dung mit der Ansteuereinrichtung aufweist. 

7. Halbbruckenbaugruppe nach Anspruch 3 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die elektrisch isolierende 
Tragerplatine oder die Folie Gate-Wderstande tragt, 
die zwischen den jeweiligen Steuereingangen und dem 25 
AnschluB zur Verbindung mit der Ansteuereinrichtung 
vorgesehen sind. 

8. Halbbriickenanordnung, dadurch gekennzeichnet, 
daB wenigstens zwei Halbbriickenbaugruppen nach ei- 
nem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche 30 
mechanisch einander zugeordnet sind und elektrisch 
parallel geschaltet sind. 

9. Leistungsendstufe einer Ansteuereinrichtung fur ei- 
nen mehrphasigen Elektromotor, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fUr jede Phase des Elektromotors eine 35 
Halbbriickenanordnung nach Anspruch 8 bereitgestellt 
ist, wobei die Halbbruckenanordnungen nebeneinander 
angeordnet sind. 

10. Leistungsendstufe einer Ansteuereinrichtung fur 
cinen mehrphasigen Elektromotor, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB eine Steuerungselektronikbaugruppe der 
Leistungsendstufe raumlich zugeordnet ist und im glei- 
chen Gehiiuse angeordnet ist. 

1 1 . Halbbriickenanordnung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 45 
net, daB die Halbleiterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20, 
28) durch schnellschaltende, verlustarme Feldeffekt- 
Transistoren (FE'ft) oder durch schnellschaltende, ver- 
lustarme bipolare Transistoren mit isoliertem Gatean- 
schluB aGBTs) gebildet sind. 50 

12. Halbbriickenanordnung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB mehrere Paaie in Serie geschalteter Halbleiter- 
schalter parallel geschaltet sind. 

13. Halbbriickenanordnung nach einem Oder mehreren 55 

der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Halbleiterschalter durch eine groBe Anzahl 
von einzelnen Halbleiterschalter-Bauelementen mit je- 
weils kleinen Schaldeistungen gebildet sind. 
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